Elektronikai Technolégia ZH
A csoport
2015.10.27 gabor120-gyezo12

Nagypélddk :

1. Hulldmforrasztas lépései feliiletszerelt alkatrész esetén, hoprofil felrajzolasa.

A hullamforrasztas elétti [épések
fellletszerelt alkatrészek esetén:

1. Ragasztofelvitel a szerelGlemezre

2. Alkatrészek beliltetése a ragasztdba

3. Ragaszto térhalésitasa kb. 150 °C-on;
a ragasztas utan az alkatrész
mechanikailag rogzitett

4. A szerelblemez megforditasa és
hullamforrasztasa (folyasztoszer felvitel,
eldmeleqités, forrasztas)

Folyasztdszer felvitele : habositas, permetezés
El6melegités : infrasugarzasm kényszerkonvekcié
Forrasztds : Omega hulldam, kett6s hullam.

Kett6s hullam :

Chip hullam: turbulens, gyors aramlési sebesség, biztositja a kontaktusfeliiletekre a sziikséges
forrasz mennyiséget.

A hullam: laminaris, lassti aramlasi sebesség eltavolitja a forrasztobbletet €s megsziinteti az
esetleges zarlatokat.

Héprofil:
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2. Flip chip technolégia, UBM rétegszerkezet.

TOKOZOTT ES TOKOZATLAN FLIP CHIP

A Flip-Chipeket aktiv fellletikkel a chip hordozé fele (face down)
Ultetjik ra. A chip kontaktus fellletein vezetd anyagbol készitett bump-
ok (golyészerl kivezetések) allnak ki. A Flip-Chipek bekétése a chip
hordozon kialakitott kontaktus fellletek és a bump-ok villamos
Osszekdtéset és egyben mechanikus régzitését jelenti. Lehetéség van
a 2. szinti Osszekottetés elhagyasara, és a Flip-Chip kdzvetlen
bekétésére a szerelélemezre (FCOB — Flip-Chip on Board)



Si chip bump tokozas

chip hordozé epoxy alatéltés (underfill)

AZ ,,UNDER BUMP METALLIZATION”
(UBM) SZERKEZETE :

Bump= goly6 alaku kivezetés. A chip kontaktus feliileteire (pad-jeire) a golyd megtapadasa
érdekében vékonyréteg szerkezetet visznek fel.
UBM = Under Bump Metalization

Az UBM rétegszerkezete

* AISi kontakt réteg

* tapado réteg (Cr, Ti, TiW, ...)
* elvalaszto réteg (Cu, Ni, Pd)
* kothetd réteg (Au, Cu)

Forraszbump
Pl. SnAgCu

R R R

AlISi TiIW  NiAu

Si chip




3. Réteglevalasztas. CVD és PVD ismertetése, 6sszehasonlitasa.

Réteglevdlasztas: olyan eljaras, mely soran a hordozora (szubsztratra) nagy feliiletd, de
lateralis méretéhez viszonyitva nagysagrendekkel kisebb vastagsagu, egyenletes réteget
visziink fel.

PVD - FIZIKAI GOZFAZISU
LEVALASZTAS

« A réteg anyagat (anyagait) energiabefektetéssel g6z
vagy gaz fazisba visszuk, ami kondenzalodik a
hordozon.

« Két alapvetd tipusa van:

vakuumparologtatas, vakuumporlasztas.

« Fontos! A CVD-vel ellentétben nincs a felUleten kémiai
reakcio, ezért maga az elv is egyszeribb.

CVD - KEMIAI GOZFAZISU
LEVALASZTAS

» A PVD-vel ellentétben kémiai reakcid jatszddik le a
felszinen (I. 2.3. el6adas, Si levalasztasa)

» A kiindulasi anyagok (gazok) gyakran veszélyesek
(robbanasveszély, mérgezé, stb.)

A kiindulasi anyagok 6sszefoglalo neve:
PREKURZOR géazok. Példa



prekurzor gazokra:

Si: SiH, (szilan) — gyulékony, meérgez6

P: PH; (foszfin) — gyulékony, mérgezd (kartevéirtas)
B: B,H, (diboran) - gyulékony, meérgezé

A reakciét ugy kell megvalasztani, hogy a keletkezé

melléktermékek ne képezzenek csapadékot és ne
tamadjak meg a szeletet

Kiskérdések

1. Abran a részek megnevezése :

o 4. Si chip .
1. ellenallas 5. huzalkétés. 6. frocecssajtolt tok

3. kivezetés
2. kontaktusfelilet

9. belséhuzalozasi reteg

10. Forrasztasgatlé maszk 8. szerellemez /- Via



2. Milyen elényos/hatranyos tulajdonsagai vannak a SMD/furatszerelt technolégianak?

Furatszerelt (hatranyok)

SMD (elényok)

A szerel6lemez mindkét oldalat igénybe
veszi

Nagy az alkatrészek helyfoglalasa

Mivel az alkatrészeket sokféle kivitelben
gyartjak, illetve pontatlanok a
labtavolsagok, nehezen automatizalhat6
a beiiltetés

Azonos funkcids mellett Sokkal kisebb
méret

Egy alkatrész csak egy oldalt vesz
igénybe

Nagyobb a feliiletegységre eso funkciok
szama

Konnyen automatizalhat6 a betiltetés

3. Beiiltet6fej kialakitasok 6sszehasonlitasa

Pick and place

Collect and place

Lassu, de nagyon pontos

Finom raszterosztasu IC-k betiltetésére
Egyszerre 1 alkatrész mozgatasa
Sebesség: ~14 000 alkatrész/ora

Gyors, de kevésbé pontos

Kis méretii, féleg passziv SMD
alkatrészek betiltetésére

Egyszerre tobb alkatrészt mozgatasa
Sebesség: ~40 000-90 000 alkatrész/ora




3. Pick and place abra
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4. Ujradmlesztéses forrasztas héprofilja

200 + SnB3Pb37 olvadaspontja

csucshémérséklet v

hémérséklet [°C]

Ujradmlesztés

5. Tokozasi tipusok 6sszehasonlitasa

Nem hermetikus

* mlanyag vagy fémtokok
gyantaval kidntve,

* kisnyomasu fréccssajtolassal
eléallitott tokok,

« elére gyartott mdanyag tokok.

A mlanyag tokok a gazok/gézdk
atjarhatésaga miatt sosem
hermetikusak!

Hermetikus

Akkor hermetikus a tok ha az
abba bezart 1 atm tdlnyomasu
hélium gaz szivargasi sebessége
nem haladja meg a 108 cm3min
értéket.

Szobahdmérsékleten:
10 8cm3=5x10"" db atom

MIL Std. 202C szabvany



6. Anizotrop ragaszto ismertetése

Az aproé vezet6 golyok anyaga:
« Auvagy Ag,

fémréteggel bevont mianyag,
nikkel golyék Ag-vel bevonva,

hordozé apro vezetd golyok (d = 5...30um) indium forraszgolydk.

A vastagsag iranyu vezetést az biztositja, hogy néhany
(10...15 db) goly6 beszorul az egymassal szembenézd
kontaktusfellletek kHzé.

A mUigyanta zsugorodasa el6segiti a kotés |étrejottét.

Az anizotrop vezet6 ragasztok kaphatdk paszta és film (d =
50 ym) formaban is.



7. Direkt és Indirekt savszerkezet abraval .

DIREKT ES INDIREKT SAVSZERKEZET
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flggvenyeét.

8. Sl egykristaly névesztésének 4 lépése.

Si EGYKRISTALY NOVESZTESE

Alapanyag: kvarchomok (SiO,)
Tisztasagi kovetelmények miatt
specialis, Ausztrélia partjardl

2. Polikristalvos szilicium eloallitasa
Olvadéek keszitese

1600 °C-ra hevitve a poly-Si-t.
Ontecs huzasa
Olvadékbdl szilardul meg, orientalt
kristalymag felhasznéalasaval.
Dominans eljaras: Czochralski-mddszer
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9. Bridgman-Stockenbarger eljaras ismertetése, rajzzal.

A BRIDGMAN-STOCKBARGER ELJARAS

végig egy csdkkend
hémérséklet( zonan.
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Si esetében kevésbé
hasznalatos.

10. Maratas tipusai rajzzal.

izotrop: a hordoz6 minden iranyaban
(kdzel) azonos a marasi sebesség
anizotrop: egy kituntetett iranyban
nagysagrendekkel lassabb a maras,
mint mas iranyokban.

izotrép maréas anizotrép maréas
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